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摘　要：研究了Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲紫外阴极的制作工艺并制作了 Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲紫外阴极．测量了 Ｋ２Ｔｅ

（Ｃｓ）日盲紫外阴极样品的光谱响应、光谱反射率和２５０ｎｍ波长激发条件下的荧光谱，测量结果表明：与

Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极相比，在现有工艺条件下，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲紫外阴极的灵敏度高于Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外

阴极，光谱响应的峰值波长更短，位于２５０ｎｍ，而长波截止波长位于３３６ｎｍ；６３３ｎｍ的光谱灵敏度为

１０
－４
ｍＡ／Ｗ数量级，较Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极低一个数量级．光谱反射率测量结果表明：Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲

紫外阴极的光谱反射率在２００～４３７ｎｍ的波长范围内，均高于Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极，而在４３７～６００ｎｍ

的波长范围内，反射率却与Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极基本相同；折射率及消光系数也低于Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴

极．荧光谱测试结果表明：在同样条件下，２５０～３５０ｎｍ波长范围内，由于Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的荧光强

于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极，因此跃迁电子数量更多，阴极灵敏度更高，比较适用于日盲紫外探测成像器件的

制造．
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０　引言

导弹逼近告警系统（ＭｉｓｓｉｌｅＡｐｐｒｏａｃｈ Ｗａｒｎｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＭＡＷｓ）作为一种有效的反导手段已在军用

或民用飞机上得到广泛应用．便携式防空导弹系统

（ＭａｎＰｏｒｔａｂｌｅＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＳｙｓｔｅｍ，ＭＡＮＰＡＤＳ）包括

一代和二代，如ＳＡ７，ＳＡ１４，Ｒｅｄｅｙｅ，Ｓｔｉｎｇｅｒ等，由于

价格便宜，使用简单，因此装备拥有量较大．另据报道，

不受控制或扩散出来的便携式防空导弹系统也有上千

套，而且多数流落在非政府组织或恐怖组织手中．这就

对飞机，特别是民用飞机的安全造成了极大的威胁．导

弹逼近告警系统的原理是系统自动搜索或探测导弹的

发射，然后计算导弹的飞行速度、距离和到达飞机的时

间，经判断如果确认导弹对自己构成威胁，那么飞机将

自动释放红外干扰照明弹，诱导导弹偏离所跟踪的目

标，达到反导的目的．机载导弹逼近告警系统主要采用

紫外导弹逼近告警系统．紫外导弹来袭告警系统的核

心器件为日盲紫外探测器，而日盲紫外探测器的关键

部件又为日盲紫外光电阴极（简称日盲紫外阴极或紫

外阴极）［１３］．尽管近年来出现了很多新型的半导体紫

外探测材料，如 ＭｇＺｎＯ、ＡｌＧａＮ和ＳｉＣ等
［４８］，但因所

制作的器件距实用化还有一定的距离，因此目前紫外

探测常用的阴极材料仍为ＣｓＩ、ＫＢｒ、Ｒｂ２Ｔｅ、Ｃｓ２Ｔｅ等，

如美国哈勃望远镜中的近紫外探测器用的是Ｃｓ２Ｔｅ阴

极［９］，美 国 中 层 太 空 实 验 （Ｍｉｄｃｏｕｒｓｅ Ｓｐａｃｅ

Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ，ＭＳＸ）携带的紫外、可见光和光谱成像器

（ＵｌｔｒａｖｉｏｌｅｔａｎｄＶｉｓｉｂｌｅＩｍａｇｅｒｓａｎｄＳｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈｉｃ

Ｉｍａｇｅｒｓ，ＵＶＩＳＩ）中的紫外探测器光电阴极为 Ｒｂ２Ｔｅ

阴极和ＣｓＩ阴极
［１０］
．到目前为止，国内多个研究机构对

Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极进行过深入研究，取得了多项研

究成果［１１１３］，研制出了多种日盲紫外探测器，但其紫外

阴极的灵敏度与国外先进水平相比还有一定的差

距［１４１５］
．要提高日盲紫外阴极的灵敏度，除需要进一步

改进Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极的制作工艺之外，还需要对

光电阴极的材料进行改进．一般来讲，在元素周期表

中，Ⅰ族的碱金属元素与Ⅵ簇的Ｔｅ元素合成的二元化

合物（如ＣｓＴｅ，ＲｂＴｅ等）均具有紫外光电发射特性，

均可以用作为紫外光电阴极．在半导体化合物中，三元

材料通常比二元材料好，因此如果Ⅰ族的两种元素与

Ⅵ簇的Ｔｅ元素合成为三元的化合物，如ＲｂＣｓＴｅ，Ｋ

ＣｓＴｅ等，那么光电发射的性能会更好．实践证明 Ｋ

ＴｅＣｓ三元材料日盲紫外光电阴极的阴极灵敏度的确

高于现有的Ｃｓ２Ｔｅ和Ｒｂ２Ｔｅ等二元材料的紫外阴极，

因此也是一种性能良好的日盲紫外光电阴极，可用于

日盲紫外探测器．本文介绍了Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲紫外阴极

的制作工艺，分析了Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲紫外阴极的光谱响

应、光谱反射率以及荧光谱等方面的特性，同时与

Ｃｓ２Ｔｅ日盲紫外阴极进行了比较．

１　样品制作

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）日盲紫外光电阴极，简称 Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫

外阴极，它是在Ｋ２Ｔｅ日盲紫外阴极的基础上，对其表

面进行Ｃｓ激活制作成的．实践证明由于Ｃｓ激活可以

降低其表面电子亲和势，因此阴极灵敏度可以得到提

高．其基本的制作过程是先制作好Ｋ２Ｔｅ基底层，之后

再进行Ｃｓ激活．因为Ｋ２Ｔｅ和Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的材料

性能相当，因此Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的电阻也很高，为了使

紫外光电阴极在发射电子时电子能得到及时补偿，需

要在阴极的石英窗上制作一层金属导电基底［１６１８］
．阴

极的导电基底应满足以下条件：１）面电阻足够小，一般

导电基底的面电阻小于１０
７
Ω／ｃｍ

２ 就能满足要求；２）

对响应波段光辐射透过率高；３）与紫外光阴极相容．

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极导电基底的制作与Ｃｓ２Ｔｅ阴极导电基

底的制作工艺相同．选用 ＮｉＣｒ合金作为阴极基底的

导电材料，采用电子束加热的方式蒸发．要阴极衬底表

面的面电阻小，ＮｉＣｒ膜层的厚度就要厚，这样石英窗

的透过率就会低，从而会影响阴极的灵敏度．所以在阴

极石英窗表面上镀制导电基底时，膜层的厚度要根据

实际应用时阴极的电流发射密度来决定．对于微弱信

号的探测而言，１０ｎｍ或以上的膜层厚度即可，图１是

典型的蒸镀导电膜层之后的石英窗光谱透过率．

图１　石英窗透过率

Ｆｉｇ．１　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｖｉｔｙｏｆｑｕａｒｔｚｗｉｎｄｏｗ

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的基本制作工艺为：首先把镀
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有ＮｉＣｒ导电膜的石英窗、管壳以及Ｔｅ、Ｋ和Ｃｓ蒸发

源等装入紫外阴极的制作真空系统．其中 Ｔｅ源采用

ＴｅＩｎ合金，Ｋ源采用由Ｋ２ＣｒＯ４ 和ＺｒＡｌ混合粉末，Ｃｓ

源采用Ｃｓ２ＣｒＯ４ 和ＺｒＡｌ混合粉末．对紫外阴极制作真

空系统进行温度为３００℃，保温时间为１２ｈ的烘烤除

气．当烘烤过程完成之后，让系统缓慢降温．当温度降

到１７０℃时，打开低压汞灯、紫外阴极光电流监控装

置，并利用记录仪记录光电流的变化．分别打开Ｔｅ蒸

发源和 Ｋ蒸发源的蒸发电流，同时蒸发Ｔｅ原子和 Ｋ

原子，使其反应生成Ｋ２Ｔｅ膜层，当Ｔｅ原子和Ｋ原子

开始发生化学反应生成 Ｋ２Ｔｅ阴极膜层时，紫外阴极

的光电流会上升，并且随着 Ｋ２Ｔｅ紫外阴极膜层的加

厚，光电流随之增加．当光电流达到最大值之后，停止

Ｔｅ原子和Ｋ原子的蒸发，关掉Ｔｅ蒸发源和Ｋ蒸发源

的蒸发电流．之后降低温度到１６０℃，打开Ｃｓ蒸发源

电流，蒸发Ｃｓ原子．当Ｋ２Ｔｅ阴极膜层表面吸附Ｃｓ原

子层之后，由于表面逸出功的降低，阴极灵敏度会进一

步上升，当阴极灵敏度达到最大之后，关掉Ｃｓ原子蒸

发源，将真空系统温度降低并将阴极封接在真空管壳

中，这样日盲紫外Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极样品就制作完成了．

２　光谱响应特性分析

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极与Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极相比较，在

现有工艺条件下，阴极灵敏度比Ｃｓ２Ｔｅ阴极高，平均高

两倍，峰值灵敏度可达到６０ｍＡ／Ｗ 以上．图２是典型

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的光谱响应曲

线．Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极采用先蒸发Ｔｅ，再蒸发Ｃｓ的工艺

制作．测量仪器为南京理工大学研制的自动光谱响应

测试仪．该测试仪采用氘灯作为光源，利用光栅进行分

光，对不同波长的阴极灵敏度进行测量，并通过计算机

进行采样和计算，从而得到光谱响应曲线．从图２中的

光谱响应曲线可以看出，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极与Ｃｓ２Ｔｅ

紫外阴极相比，光谱响应的峰值波长更短，位于２５０ｎｍ

处 ，而Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极光谱响应的峰值波长却为

图２　阴极的光谱响应

Ｆｉｇ．２　Ｓｐｅｃｔｒａｌｒｅｓｐｏｎｓｅｏｆｃａｔｈｏｄｅ

２５５ｎｍ．如果将阴极灵敏度降低到峰值灵敏度０．５％

处对应波长定义为长波截止波长，那么Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外

阴极的长波截止波长为３３６ｎｍ，而Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的

长波截止波长为３３５ｎｍ．这说明两种阴极的逸出功基

本相同．

对于日盲紫外阴极而言，除了要求在紫外波段的

阴极灵敏度高之外，还要求在可见光波段的阴极灵敏

度低．紫外阴极在可见光波段的灵敏度越低，表明紫外

阴极的日盲特性越好．表１是 Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和

Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极对６３３ｎｍ和８０８ｎｍ波长的阴极灵敏

度．可以看出，对６３３ｎｍ的波长而言，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外

阴极的灵敏度较Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的灵敏度低１个数量

级，而对８０８ｎｍ的波长而言，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的灵

敏度较Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的灵敏度高两个数量级．说明

在现有的工艺条件下，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的短波日盲

特性要好于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极，但长波日盲特性却差于

Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极．

表１　不同波长的阴极灵敏度

犜犪犫犾犲１　犆犪狋犺狅犱犲狊犲狀狊犻狋犻狏犻狋狔狅犳犱犻犳犳犲狉犲狀狋狑犪狏犲犾犲狀犵狋犺

Ｓａｍｐｌｅ Ｃａｔｈｏｄｅ
Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ／（ｍＡ·Ｗ）

－１

６３３ｎｍ ８０８ｎｍ

０５５ Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ） ３．１×１０－４ １．３×１０－７

０３７ Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ） ４．３×１０－４ １．７×１０－７

２４０ Ｃｓ２Ｔｅ ２．９×１０－３ ５．６×１０－９

２４２ Ｃｓ２Ｔｅ ２．１×１０－３ ４．２×１０－９

３　光谱反射率分析

Ｃｓ原子和Ｋ原子为碱金属，其外层电子数均为１，

在元素周期表中属于第Ⅰ族元素．Ｋ属于第４周期，而

Ｃｓ属于第６周期．两者相比较，Ｃｓ原子的半径更大，电

负性更弱，更易失去外层电子．根据这两种元素在元素

周期表中的排列，可以估计出Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）和Ｃｓ２Ｔｅ的性

质也基本相同，所以可以与Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极作为比较

来分析Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的材料性能．无论是 Ｋ２Ｔｅ

（Ｃｓ）紫外阴极还是Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极，均必须保存在真

空状态下，一旦暴露大气，将很快损坏，因此对其成分

或结构的分析都十分困难．Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极是一层

薄膜，如图３．由于阴极和石英窗的折射率不相同，因

此当入射光向阴极入射时，入射光在石英玻璃与空气

的界面、石英窗与阴极膜层的界面、阴极膜层与真空的

界面上均会发生菲涅尔反射．由于阴极膜层较薄，可以

与入射波长相比拟，因此当发生在石英窗与阴极膜层

界面上的反射光①与发生在阴极膜层与真空界面上的

反射光②的光程差满足一定的条件时，就会发生干涉．

通过测量Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极膜层的光谱反射率即可

测量出膜层的折射率、厚度等．
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图３　阴极膜层示意图

Ｆｉｇ．３　Ｓｋｅｔｃｈｍａｐｏｆｃａｔｈｏｄｅｌａｙｅｒ

根据薄膜干涉原理，当反射光①和反射光②的光

程差相差λ／４的偶数倍时，将发生干涉加强，而当反射

光①和反射光②的光程差相差λ／４的奇数倍时，将发

生干涉减弱，干涉方程为

狀犱＝犖
１

４
λ （１）

式（１）中，狀为阴极膜层的折射率，犱为阴极膜层的厚

度，犖 为自然数，λ为入射光的波长．一般来讲，金属化

合物阴极的折射率均较大，而且色散系数也大．

图４是采用岛津 ＵＶ２５５０分光光度计测得的

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的光谱反射率

曲线，通过比较两种阴极的光谱反射率曲线可以比较

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的折射率差别，

测量时，仪器设置为反射模式，狭缝宽带为２ｎｍ，采样

间隔为１ｎｍ，阴极测量面积为Φ１２ｍｍ．

图４　阴极膜层的光谱反射率

Ｆｉｇ．４　Ｓｐｅｃｔｒａｌｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅｏｆｃａｔｈｏｄｅｌａｙｅｒ

图４中线条较细的一条曲线为Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极光

谱反射率曲线，线条较粗的一条曲线为Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外

阴极的光谱反射率曲线．从Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的光谱

反射率曲线看出，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的光谱反射率曲

线与Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的光谱反射率曲线相比，形状相

似．Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极从长波到短波存在两个反射干

涉加强峰，分别是１号峰和２号峰．Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极从

长波到短波也存在两个反射干涉加强峰，分别是３号

峰和４号峰．Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的１号峰与Ｃｓ２Ｔｅ紫

外阴极的３号峰相对应，为同一级次的干涉加强峰．１

号峰的波长为３８３ｎｍ，３号峰对应的波长为３９７ｎｍ，

两者相差１４ｎｍ．Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的２号峰与Ｃｓ２

Ｔｅ紫外阴极的４号峰相对应，２号峰对应的波长为

３０９ｎｍ，而４号峰对应的波长为３１８ｎｍ，两者相差

９ｎｍ．由此可见波长越短，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和

Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极同级干涉峰的波长差别越小，波长越

长，差别越大．

图４中的两条光谱反射率曲线相似，因此两条曲

线上的对应１号峰和３号峰的同级干涉加强峰应满足

方程

狀１犱＝犖
１

４
λ１ （２）

狀３犱＝犖
１

４
λ３ （３）

式中，狀１ 为Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极对应１号干涉峰波长λ１

的折射率，犱为阴极膜层的厚度，犖 为干涉峰的级次．

而狀３ 为Ｃｓ２Ｔｅ外阴极对应３号干涉峰波长λ３ 的折射

率，犱为阴极膜层的厚度，犖 为干涉峰的级次．由于图

中的Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的表面Ｃｓ

层均很薄，而蒸发Ｔｅ源的时间和电流是一样的，因此

可以认为制作两种阴极时所蒸发的Ｔｅ原子的数量是

相同的．Ｔｅ原子的数量相同，其所能结合的 Ｋ原子或

Ｃｓ原子数量也是相同的，所以可近似认为两种阴极的

膜层厚度一样．由于Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和Ｃｓ２Ｔｅ紫外

阴极的膜层厚度犱相同，干涉的级次 Ｎ相同，所以两

式相除得

狀１
狀３
＝
λ１

λ３
（４）

将λ１ 和λ３ 的 值 代 入 式 （１），可 以 求 得 狀１ ＝

０．９６５狀３．同理可以求得狀２＝０．９７２狀４．这说明 Ｋ２Ｔｅ

（Ｃｓ）紫外阴极的折射率较Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的折射率

低．由于狀２ 和狀４ 对应短波的折射率，狀１ 和狀３ 对应长波

的折射率，因此其短波的折射率差别小于长波折射率

的差别，即波长越长，折射率差别越大，波长越短，折射

率差别越小．

根据费涅尔反射原理可知，膜层的折射率越高，反

射率越高．Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的折射率小于Ｃｓ２Ｔｅ阴极的

折射率，因此 Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的反射率按理应该低于

Ｃｓ２Ｔｅ阴极的反射率，然而在２００～４３７ｎｍ的波长范

围内，实测Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的光谱反射率却高于Ｃｓ２Ｔｅ

阴极的光谱反射率，与费涅尔反射原理不一致．原因是

当测量阴极的光谱反射率时，测量的是玻璃表面、阴极

膜层与玻璃界面、阴极膜层与真空界面上光谱反射的

一个总和，见图３．因此其光谱反射率不仅与阴极膜层

的折射率有关，还与膜层的消光系数，即还与膜层的光

吸收有关．因为对于阴极膜层与真空界面所反射的光

线而言，要经过阴极膜层的吸收．消光系数越大，反射

率越小．因为Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的光谱反射率高于Ｃｓ２Ｔｅ

４３００５２６０
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阴极，而折射率又小于Ｃｓ２Ｔｅ阴极，由此可以推断出

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的消光系数小，而Ｃｓ２Ｔｅ阴极的消光系

数大，即 Ｃｓ２Ｔｅ阴极光谱反射率的原因是其光吸收

较大．

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的光谱反射率在２００～４３７ｎｍ的

波长范围内由于消光系数小，因此高于Ｃｓ２Ｔｅ阴极．然

而４３７～６００ｎｍ的波长范围内，两种阴极的光谱反射

率差别并不大．原因是两种阴极的膜层厚度均较薄，对

光的吸收而言，当膜层厚度一定时，波长越长，吸收率

越低，因此对于长波，消光系数对光谱反射率的影响就

低于对短波的影响．所以在４３７～６００ｎｍ的长波范围

内，两种阴极的光谱反射率差别小于２００～４３７ｎｍ波

长范围内的差别，两种阴极的光谱反射率基本相同．

４　荧光谱特性分析

对光电发射过程而言，首先是阴极膜层吸收光子，

之后是激发电子跃迁，最后是电子克服逸出功逸出阴

极．因此光吸收好和电子跃迁几率高是阴极获得较高

灵敏度的必要条件．光电发射与发光的区别在于光电

发射时，跃迁电子要克服逸出功逸出阴极表面．而发光

时，跃迁电子是从激发态回到基态，不需逸出 阴极表

面，因此通过测量光电阴极的发光谱就可以判断光电

阴极电子跃迁的数量大小和能级的高低［１９］
．利用荧光

分光光度计测量了Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极样品和 Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）

紫外阴极样品的荧光谱，测量仪器为天津港东科技生

产的Ｆ３２０荧光分光光度计．测量时，激发光波长为

２００ｎｍ，扫描速度为２４０ｎｍ／ｍｉｎ，激发狭缝为１０ｎｍ，

发射狭缝为１０ｎｍ，光电倍增管高压为４００Ｖ．荧光谱

的测量范围为２５０～３５０ｎｍ．图５为在同样条件下所

测得的Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极样品和 Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极样

品的荧光谱．从图中看出，在２５０～３５０ｎｍ的波长范围

内，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的荧光谱均高于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴

极的荧光谱．说明在２００ｎｍ波长的入射光激发条件

下，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的电子跃迁数量高于Ｃｓ２Ｔｅ紫

外阴极的电子跃迁数量．由于两种阴极的逸出功基本

图５　阴极膜层的荧光谱

Ｆｉｇ．５　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅｓｐｅｃｔｒａｌｏｆｃａｔｈｏｄｅｌａｙｅｒ

相同，因此电子跃迁的数量多是造成Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴

极阴极灵敏度高于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的主要原因．

另外根据光谱反射率的分析结果可知，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）

阴极的光吸收率低于Ｃｓ２Ｔｅ阴极．而荧光的测量结果

表明Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极的荧光却强于Ｃｓ２Ｔｅ阴极．Ｋ２Ｔｅ

（Ｃｓ）阴极的光吸收小，荧光反而强，说明对每一个光子

所产生的跃迁电子数而言，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）阴极光子利用效

率比Ｃｓ２Ｔｅ阴极高．

５　结论

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的阴极灵敏度在现有工艺条

件下高于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极，其光谱响应的峰值波长为

２５０ｎｍ处．在６３３ｎｍ处的光谱灵敏度为１０
－５
ｍＡ·

Ｗ
－１的数量级，短波日盲特性在现有工艺条件下差于

Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极．对同样厚度的Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极和

Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极来讲，在２００～６００ｎｍ的波长范围内，

Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极的折射率低于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极，同

时消光系数也低于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极．在２００ｎｍ波长激

发条件下，２５０～３５０ｎｍ的波长范围内，Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外

阴极的荧光谱高于Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的荧光谱，这表明

在同样入射光照射条件下，荧光谱越强，电子的跃迁数

量越多，阴极灵敏度也越高．Ｋ２Ｔｅ（Ｃｓ）紫外阴极是一

种性能良好的日盲紫外光电阴极，其制作工艺与

Ｃｓ２Ｔｅ紫外阴极的制作工艺类似，因此也是日盲紫外

探测成像器件光电阴极的选择之一．
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